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Сплавы Гейслера перспективны для энергетики, поскольку в термоэлектрике обеспечивают термостабильность и оптимизацию PF (= ) и  через легирование и наноструктурирование при снижении теплопроводности [1], а в оптоэлектронике проявляют настраиваемую запрещённую зону, оправдывая исследования фотопроводимости тонких плёнок [2]. 
Термический деветтинг обеспечивает литографически независимое формирование стабильных массивов металлических наночастиц с контролируемыми размером, плотностью и морфологией за счёт толщины плёнки и режима отжига [3].
Тонкие пленки ZrTiNiSn были получены методом магнетронного распыления с толщиной 5, 10, 20 нм. Использовалась система HEX компании Mantis Deposition (Великобритания). Тонкие пленки сплава распылялись с помощью многоэлементной мишени 100 мм, собранной из одноэлементных мишеней, вырезанных веером, при этом расположение областей было обратно пропорционально отношению скоростей распыления каждого элемента (SZr/STi/SNi/SSn = ). Расстояние от центра магнетрона до плоскости и до оси держателя подложки составляет приблизительно 190 мм и 130 мм соответственно; плоскость магнетрона образует угол около 15° с горизонтальной плоскостью [4]. Скорость распыления сплава ZrTiNiSn составляла 0,3 Å/с. 
В экспериментах применялись кремниевые пластины КДБ-10 с ориентацией поверхности (111), покрытые естественной оксидной плёнкой. Перед использованием подложки последовательно промывали в ацетоне, изопропиловом спирте и дистиллированной воде. Размер образцов составлял приблизительно 10×10 мм, что обеспечивало равномерное формирование плёнок и позволяло сопоставление получаемых результатов с результатами предыдущих работ [5, 6]. После формирования пленок они подвергаются термообработке в условиях отжига – температура и время воздействия тепла – которые выбираются индивидуально.
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